
PN接合型DIODEを形成して拡散抵抗領域を形成する。

P+PN-PP+ ダブル接合型DIODEを形成し、埋め込みN層を
完全空乏化（空洞化）することにより事項抵抗ゼロの電子
の高速移動を可能にする地下道（チャネル）が形成できる。
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